






































专利名称(译) 灵活的有源矩阵显示

公开(公告)号 US20160099297A1 公开(公告)日 2016-04-07

申请号 US14/966161 申请日 2015-12-11

[标]申请(专利权)人(译) 格罗方德半导体公司

申请(专利权)人(译) GLOBALFOUNDRIES INC.

当前申请(专利权)人(译) GLOBALFOUNDRIES INC.

[标]发明人 BEDELL III STEPHEN W
HEKMATSHOARTABARI BAHMAN
SHAHIDI GHAVAM G
SHAHRJERDI DAVOOD

发明人 BEDELL, III, STEPHEN W.
HEKMATSHOARTABARI, BAHMAN
SHAHIDI, GHAVAM G.
SHAHRJERDI, DAVOOD

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/3262 H01L27/3248 H01L27/1218 H01L2251/5338 H01L51/5218 H01L51/5221 H01L51/5237 
H01L21/7624 H01L21/76254 H01L27/1262 H01L27/1266 H01L2227/323 H01L2227/326

其他公开文献 US9466651

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

使用适用于柔性基板的技术制造高分辨率有源矩阵结构。使用绝缘体上
半导体衬底形成包括有源半导体器件的背板层。使用层转移技术或化学/
机械处理使基板变薄。驱动晶体管与附加电路一起形成在衬底的半导体
层上，所述附加电路提供诸如计算或感测之类的其他功能。与诸如有机
发光二极管的无源器件的接触可以由形成在衬底的处理层中的重掺杂区
域提供，然后被隔离。栅极介电层可以形成在半导体层上，其用作沟道
层，或者衬底的绝缘层可以用作栅极介电层。
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